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Sc a t mVenfa ° n relatCS t0 3 1*™°™* known method for producing synthetic silica glass, comprising the following 
steps: a gas stream contaimng a vaporizable initial substance, which can be converted into SiO, by mean of oxidation or fl^hy 

SiO, parades; the amorphous SiO, particles are deposited on a support so as to form an SiO, layer; and the SiO z layer^Sed 

tS memld T^l °u ^ ^ ***** fa * ^ SiHca ^ The * m of Mention is to JZ^nl 
S r 1 ^^° duCin ? S y m i hetlC SiHCa gIaSS ' WhiGh iS charact ^ by a favorable damaging behavior towards shortwave W 

ti^^^* i r mm 1S aChlCVed by USing 3 mixtUre ° f a ^onomeric silicon compound containing a 

singular Si atom and an oligomenc silicon compound containing several Si atoms as an initial substance, provided that the olieomeric 
silicon compound in the mixture contributes less than 70 percent to the total silicon content oligomenc 



O £2 ZuSa ^ enfa ^ un 8 : Ein bekanntes Verfahren zur Herstellung von synthetischem Quarzglas umfasst die Verfahrensschritte< 
§ BHden eines Gasstromes mit einer verdampfbare Ausgangssubstanz, die durch Oxidation odefdurch Fla^enhySeTu ,S£ 
^ umgesetzt werden kann, Zufuhren des Gasstromes in eine Reaktionszone, in der die Ausgangssubstanz^^^ 

Teilchen aus SiO, umgesetzt wmd, Abscheiden der amorphen Si0 2 -Teilchen auf einem TrageV unter Bildung eSe S £ ^IcEtVnd 
W Verglasen der Si0 2 -Schicht entweder beim Abscheiden der Si0 2 -Teilchen «uaung einer mu 2 ^cnicht und 
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lolZn* ? em h Abs f heide "' mta B,1 L dun g des Qiarzglases. Urn hiervon ausgehend ein wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung 
von synthe .schem Quarzglas anzugeben, das sich durch ein giinstiges Schadigungsverhalten gegenUber kurzwelliger W SS Znt 
ausze^hnet, und das fUr die Hersteilung eines optischen Bauteils fur die Ubertragung energferf icher olSSS sZ^ g emef 
WeHenlange von 250 nm oder kurcer besonders geeignet ist, wird erfindungsgemass vorgeschlagen, dass als Ausgang^bslz 7n 
Genusch aus e,ner e» , singulaies Si-Atom enthaltenden, monomeren Siliciumverbindung und aus einer mehrere sHSSSSS 



